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 اي بر فناوري سیلیکنمقدمه •
o  فرآیندها و ساختارهاي یکپارچه کلیبررسی  
o  مروري بر فناوريCMOS  وBJT 
o یابی آنرشد بلور سیلیکن و خواص و مشخصه 
o رساناهاي نیمویژگیها و تمهیدات لازم براي تولید افزاره 

 لیتوگرافی •
o تشریح فرآیند لیتوگرافی 
o تمیزکاري ویفر 
o کاربرد فتورزیست 
o بندي ویفرماسک 
o کاري روشهاي حetching 

 سیلیکن رشد اکسید حرارتیتشریح فرآیند  •
o سازي ریاضی فرآیند اکسیداسیونمدل 
o اکسیداسیون تر و خشک 
o عوامل مؤثر بر اکسیداسیون 
o ویژگی ماسک کنندگی اکسید سیلیکن 
o یابی اکسید سیلیکنخواص و مشخصه 

 رآیند دیفیوژن ناخالصی در سیلیکنف •
o ویژگیهاي فرآیند دیفیوژن 
o سازي فرآیند دیفیوژنمدل 
o  نامحدوددیفیوژن با منبع محدود و 
o ايدیفیوژن چند مرحله 
o هاي دیفیوزيیابی لایهمشخصه 
o اي لایه نازكگیري مقاومت ورقهاندازههاي روش 
o سازي فرآیند دیفیوژنشبیه 
o دیفیوژنعملیاتی هاي سامانه 
o هاي فرآیند دیفیوژنها و محدودیتمزیت 

 کاشت یونی •



o فناوري کاشت یونی 
o اهمیت فرآیند کاشت یونی 
o سازي کاشت یونیمدل 
o تعیین دوز کاشت 
o تأثیر پارامترهاي مختلف بر فرآیند کاشت 
o زنی و تخریب شبکه کریستالی سیلیکنکانال 
o سازي فرآیند کاشت یونیشبیه 
o مزایا و معایب کاشت یونی 

 هاي نازكلایه نشانی لایه •
o نشانیهاي مختلف لایهروش 
o تبخیر حرارتی 
o  روش رسوب بخار شمیاییCVD 
o  روش کندوپاشSputtering 
o  رونشانیepitaxy 


